Kapacitni senzory

Zmeéna kapacity
dlsledkem zmény

a) aktivni plochy elektrod
b)vzdalenosti elektrod

c)plochy dvou dielektrik s
rliznou permitivitou

d) tloustky dvou dielektrik
s rliznou permitivitou

e)diferencni senzor

C=er.e0.5/d kde er je
relativni permitivita a
e0=8,854.10-12F/m




Prevadéci obvody kapacitnich
snimacl
m a) zpétnovazebni (snimac ve zpetneé vazbe
nabojoveho zesilovace)

m b) mistkové (vyhodou je moznost
pripojeni diferencnich snimact)
m C) rezonancni obvody
= Snimac tvori s indukcnosti rezonancni obvod
oscilatoru, jehoz kmitocet je funkci zmeny
kapacity
= snimac tvori s indukcnosti rezonancni
obvod. Zména kapacity vyvola zménu

impedance a tedy napéti rezonancniho
obvodu.



Kapacitni senzor priblizeni

valcova

) elektroda
detekovany RITIHEVA

BRekL elektroda

Priblizeni el. nevodivého materialu s danou permitivitou

Nahradni obvod




Priblizeni el. vodivého materialu neuzemnéného

Nahradni obvod




Redukcni faktor:
Spinaci vzdalenost pro predmét z urcitého materialu je dana:

S =Sn ..RF
Kde S je spinaci vzdalenost, Sn jmenovita spinaci vzdalenost (Udaj

vyrobce) a RF redukcni faktor.

Napr. pro sklo je RF=0,5

PNP 3-wire Standard Diagram

o+

PNP Output

NPN versus PNP pripojeni

e

NPN Output
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Indukcnostni senzory

m Pracuji na principu zmeény vlastni Ci vzajemné
indukcnosti civky (civek) se zmeénou polohy
feromagnetickeho jadra (magnetickeho obvodu).

| =R N\EAl - Rm — magneticky odpor(reluktance)
V pripadé zarazené vzduchové mezery lze reluktanci zeleza zanedbat

Rm=d / ( MO.S) — d - tloustka vzduchové mezery, 10 = 4.7.10-7H/m

L=(u,S.N*)/d

Zmeny indukcnosti Ize dosahnout zménou tloustky
vzduchoveé mezery d nebo zmenou jeji aktivni
plochy S .Vétsinou se pouziva diferencni
usporadani ( oznacuje se LVTD - linear variable
differential trasformer)



a) Zmeéna tloustky
vzduchove
mezery

b) Zména aktivni
plochy

c) Diferencni

usporadani




Prevadeci obvody indukcnostnich
senzorl

Re(Uv) je na x linearni.
Uv je nutno mérit vektorvoltmetrem




m Korekcni (redukcni) Cinitel u snimacu polohy

m maximalni detekovatelna vzdalenost zavisi stejne jako u
kapacitniho snimace na materialu detekovaneho objektu.

m S=Sn * Korekcni Cinitel kde Sn je jmenovita
vzdalenost pro normalizovanou clonku (ocel)

napr. pro Cu je korekcni Cinitel 0,25 az 0,45 (obvykle 0,3)




Indukcni senzory

elektrodynamicky senzor kmitani

u(t)=c.B.dx/dt
c je konstanta snimaci civky

a B magneticka indukce ve
WWERESEVE] vzduchove mezere

) membrana

o Vystupni napéti je umerné
rychlosti pohybu civky
indukéni civka e Integral vystupniho napéti
je umerny poloze civky

e Derivace vystupniho
napeti odpovida

permanentni magnet okamzitému zrychleni civky




Indukcni senzor otacek

jadro (mag. m.m.) \ permanentni magnet
permanentni magnet

ferom. vystupek

Pri zméne magnetického pole se v civce indukuje napétovy
impuls.
Pocet impulsti na jednu otACKU .........ccccovivvieiiiiiiiiieee e



Piezoelektrické senzory

m Piezoelektricky jev spociva v elektricke
polarizaci nekterych dielektrik pri jejich
mechanickém namahani , ktera vede ke
vzniku naboje

m hodi se pro méreni tlaku, sily nebo kmitani

m nelze vyuzit pro méreni statickych velicin

m vyhodou je jednoducha konstrukce, male
rozmery a vysoka spolehlivost



Obvody pro zpracovani signalu ze
senzoru

Elektrometricky zesilovac — velky
vstupni odpor (vystupni napéeti zavisi
na délce kabelu

Zesilovac




ODPOROVE TENZOMETRY

m Odporoveé tenzometry vyuzivaji zmeény odporu
vodiCe pri jeho deformaci

= U kovovéeho tenzometru je odporovy vodic¢ tloustky kolem

5um (napr. konstantan) usporadan do tvaru meandru a fixovany na
specialni podlozce (napr. polyamid) o tloust'ce asi 20um. Typicky odpor
tenzometru bez deformace je 120  , 350 Q nebo 1000 Q.

= Polovodicoveé tenzometry se vyrabi z kiemiku nejéastsii

tvori Si substrat primo membranu senzoru tlaku.

m Zakladnim parametrem tenzometru je soucinitel
deformacni citlivosti K=(AR/R)/(Al/1) kde
(AR/R) je relativni zména odporu snimace a
(Al/]) je relativni zména délky.

m Obvykla hodnota K je u kovovych od 1,6 do 3,5
u polovodicovych od 75 do 180 (jsou citlivejsi).



ODPOROVE TENZOMETRY

Kovovy tenzometr

Polovodicovy tenzometr

In+

Jednoduchy Tvar U Kiizovy




PIny tenzometricky mustek a
priklad umisténi senzord




Optoelektronické senzory

m inkrementalni senzory

m kodovée senzory polohy,(kotout s fadou stop v
nichz se stridaji prisvitné a neprisvitné prouzky.Na
jedné strané je osvétleni na druhé fotocitlive prvky)

B Senzory s nabojove vazanou strukturou

(CCD) ,(zakladnim elementem je kapacitor v ném? se
hromadi naboj generovany pri dopadu fotonu)

m optoelektronicke deformacni senzory tlaku
S optickym viaknem. (mechanicka deformace optického

vlakna zplsobuje zménu podminek Sireni svetelného svazku)



Princip inkrementalniho cidla
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Dosazitelna presnost je 7um pri pouziti interpolatoru (zpracovavaji se
vySsSi harmonicke) az 0,05um
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